Tecnologia CMOS

A tecnologia CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) consiste
basicamente na implementacdo dos transistores MOSFET tipo N (NMOS) e P
(PMOS) em um mesmo substrato de silicio. Tomando como exemplo um
processo de fabricacao tipo N, onde os transistores NMOS sao implementados
diretamente no substrato P, torna-se necessario a criacao de um poco tipo N
(substrato) para que seja possivel implementar os transistores PMOS.
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NMOS ——> Substrato sempre conectado ao terra

PMOS ——> Substrato suspenso



Processo de Fabricagao CMOS

Inversor CMOS
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Passo 12 - Mascara de gate
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Passo 52 - Remoc¢ao do metal, M2
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